Série_2

TRANSISTOR BIPOLAIRE (Polarisation et Régime de commutation)

Exercice 1

Calculer les résistances nécessaires a la polarisation d'un Vee Yoo

transistor NPN an silicinm dans chacun des deux montages Rp R

suivants, On donne 8 =100, Ve =10V et on désire que le £ Re

pomnt de repos soit fixé a Vg =5V, Iy = lmA et

Vaeo =0.7V. Ry
Exercice 2
un transistor NPN au silicium est polarisé par pont de base Voo Veo
selon les schémas ci-dessous. On donne =100 Rey & Rey a
Vee =10V, Vg =5V Iy =1mA et Vg, =0.7V . = #

- calculer les éléments de polarisation.
- Détenminer les droites d'attaque et de charge.
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Exercice 3
Le transistor dans le montage ci-contre travaille en régime de conunutation. Veo
- Détemuner le courant de saturation I, . =
- Quelle est la valeur de Iz, nécessaire pour produire la saturation. R =

- Quelle est la valeur minimale de Ve nécessaire pour produire la saturation.
Ondonnef =150, Vec=5V ,Rg =IMQ . R¢ =10kQ Vgg, =0.7V.

Exercice 4
Un rransistor NPN au silicium est unilisé dans le montage ¢i-contre.
On donne f=120. Ec =12V . Vge =0.7V . R =50k . R =1kQ . La FEM
E; croit lentement de -3V a +13V,
- Déterminer 4 pariir de quelles valeurs de Ej le mransistor cesse d"éire
bloqué. puis le transistor commence a éire samire,
- Construire les graphes I = f(Eglet Veg = f{Eg)




- Ve
LR

Q.

Vexist fue 8 G5 e <o a0
(& Courent 1y okt o4 ,0,,;,,;,"4)

= Tonhslor sk o ohe éeofw;, /9

+ ip=

Pe G0y
L banpslor Cowwonte & by Solirs Lortpea

T = = TLSof
&

5 = éc / > .
e -—Qc‘ (0/0/’0) Lo o,/mé ¢ c},a% 5 (/C.G :o)

= /i.;: /2 w A
4

2 w &
/20

&9 T €4~ Ye
82 ZLTF w G Bty - .
2z 8 s Be 50,:_;({_94

S By

-_—

28 EBQC‘)IQ- = Igz=o m» L. zo , Yes = Ecz/ll/
¥ e

~

82 Vv 2 13>I8;, To= Ipgop =l2u i Uee = o
<&

< r'-;- =) ¢'6_._ E&i
s
Ic = e 7,
SSEs f 8T . e gt
2z
T 4Ucé
Tegaf=12m A
o/
- -*’-;\
% @ St

«f g -1 % WA &g



Exercice 3
Le transistor du montage ci-dessus fonctionne en commutation. Dans son circuit

de collectenr est placée la bobine d'un relais NO. Eg =5V, Ep = 24V
Transistor : f=100, Veg,, =01V
Bobine : Vy =24V | Ry, = 10082
- Calenler le conrant circulant dans la bobine du relais.
- Détenniner le courant [, nécessaire pour saturer le transistor.
- En déduire la valeur de Ia résistance de base B .

Exercice 6
Le montage ci-contre sert a visualiser la sortie d'un opérateur logique a Voo
I'état haut par I'mtermédiaire d'une LED : &
LED: Vp =16V, I =20mA .

Re

Transistor ; Py, =100, Vg =07V, Vg = 0.2V
Opérateur logique TTL | Vg = 24V . Iggan. = 0.4mA

- quel est le role du transistor ?
- Dimensionner les éléments résistifs s1 Vee =5V

¥ puispe ._Orppeufw/‘ (of,-‘)ow 2 pef ol Ures peet ol QymA
poer O'elat haut winmel | vt & 2%t P, Capabe
L etloner Qo LEY b0 G lonnslsr F Hotoss s

Qo = Yec—leesot - Yo _ S_ 02 4,

fo 9-\9104

28:- ué- = (U“z‘e-%g\ﬁ: (!‘IL{_O.})’OO
\“

Lo

Exercice 7

Le transistor dans le montage ci-contre travaille en régime de
commuation. Complétez le tablean et déduwire la fonction du montage.
Ve Ve Iy D, T v,




Vel (volt) Ve2_(volt) D1 D2 T Vs
0 0 OFF OFF Bloqué Vcc
0 5 OFF ON Saturé 0

5 0 ON OFF Saturé (o)

5 5 ON ON Saturé (o)

Le montage représente la fonction logique NOR

Exercice §
Le transistor dans le montage ci-contre travaille en régime de
commuration. Complérez le tableau et déduire la fonction du montage,

1|"-H "'-rl Tl T2 1i"'-'|.

Exercice 9
Om considére le montage ci-contre (dit montage Darlngton)
B, =100, B, =50, Vec=12V, Ry =100kQ , Vg =07V .
- Etablir une relation entre Iy, et I, .
- Caleuler la tension Vi, . Que peut-on conclure ?
- Siley =50mA , caleuler I tension Ey et Ia puissance
consonmée par chaque wansistor.
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